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(57) Abrégé :
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(54) Title: METHOD FOR MAKING CHIPS AND ASSOCIATED SUPPORT

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION DE PUCES ET SUPPORT ASSOCIE

(57) Abstract: The invention concerns a method for making a plurality
of chips, each chip comprising at least one circuit, the method compris-
ing the following successive steps: creating the chips on a semiconduc-
tor material layer, said layer being integral with a substrate; transferring
said layer comprising the chips of the substrate onto a support; forming
individual chips by cutting out said layer according to a predetermined
cutting pattern. The invention is characterized in that the method fur-
ther comprises, prior to transferring the layer onto the support, forming
on the support a weakening pattern corresponding to the cutting pat-
tern. The invention also concerns a method for making an associated
support, and said support.

L’invention concerne un procédé de fabrication d'une

& surune couche de matériau semiconducteur, ladite couche étant solidaire d'un substrat, transfert de ladite couche comportant les puces
du substrat sur un support, constitution de puces individuelles par le découpage de ladite couche selon un motif de découpage pré-
déterminé, caractérisé en ce que le procédé comporte également, avant le transfert de la couche sur le support, la constitution sur le
support d'un motif de fragilisation correspondant au motif de découpage. 1.'invention concerne également un procédé de fabrication

d'un support associé, et un tel support.
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